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The invention relates to a gas sensor (1) comprising a substrate (2) of a first charge carrier type 
whereon a drain (3) and a source (4) of a second charge carrier type are arranged. A channel 
area (8) is formed between the drain (3) and the source (4). The gas sensor (1) also comprises a 
gas sensitive layer (10) comprising poles (11, 12) between which a gas induced voltage is 
produced according to the concentration of a gas which is in contact with the layer (10). In order 
to measure said voltage, a pole (12) of the gas sensitive layer (10) is capacitatively coupled to 
the channel area (8) by means of an air gap (14) and the other pole (11) is connected to a 
counter-electrode (13) having a reference potential. A hydrophobic layer (19) is arranged on the 
surface of the gas sensor (1) between the gas sensitive layer (10) and the channel area (8) 
and/or on a sensor electrode which is connected to a gate electrode arranged on the channel 
area (8). 
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(57) Zusammenfassung: Ein Gassensor (1) weist ein Sub- 
strat (2) eines ersten Ladungstragertyps auf, auf dem eine 
Drain (3) und eine Source (4) eines zweiten Ladfungstra- 
gertyps angeordnet sind. Zwischen Drain (3) und Source 
(4) ist ein Kanalbereich (8) gebildet. Ferner hat der Gassen- 
sor (1) eine gassensitive Schicht (10), die Pole (11, 12) auf- 
weist, zwischen denen in Abhangigkeit von der Konzentra- 
tion eines mit der Schicht (10) in Kontakt befindlichen Ga- 
ses eine gasinduzierte Spannung auftritt. Zur Messung der 
Spannung ist die gassensitive Schicht (10) mit ihrem einen 
Pol (12) uber einen Luftspalt (14) kapazitiv an den Kanalbe- 
reich (8) gekoppelt und mit ihrem anderen Pol (11) mit einer 
ein Bezugspotential aufweisenden Gegenelektrode (13) 
verbunden. An der Oberflache des Gassensors (1) ist zwi- 
schen der gassensitiven Schicht (10) und dem Kanalbe- 
reich (8) und/oder einer Sensorelektrode, die mit einer an 
dem Kanalbereich (8) angeordneten Gateelektrode elek- 
trisch verbunden ist, eine hydrophobe Schicht (19) ange- 
ordnet. 
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Beschreibung 

[0001] Die Erfindung betrifft einen Gassensor mit ei- 
nem Substrat eines ersten Ladungstragertyps, auf 
dem eine Drain und eine Source eines zweiten La- 
dungstragertyps angeordnet sind, wobei zwischen 
Drain und Source ein Kanalbereich gebildet ist, und 
mit einer gassensitiven Schicht, die Pole hat, zwi- 
schen denen in Abhangigkeit von der Konzentration 
eines mit der Schicht in Kbntakt befindlichen Gases 
eine gasinduzierte Spannung auftritt, wobei die gas- 
sensitive Schicht zur Messung der Spannung mit ih- 
rem einen Pol uber einen Luftspalt kapazitiv an den 
Kanalbereich gekoppelt ist und mit ihrem anderen Pol 
mit einer ein Bezugspotential aufweisenden Gegene- 
lektrode verbunden ist. 

Stand der Technik 

[0002] Ein derartiger Gassensor ist aus DE 43 33 
875 C2 bekannt. Er weist eine gassensitive Schicht 
auf, die mit einer Anderung ihrer Austrittsarbeit auf 
Gaseinwirkungen reagiert. Auf dem Kanalbereich 
des Gassensors ist eine elektrisch isolierende 
Schicht angeordnet, die das Substrat, den Source- 
und den Drain-Bereich uberdeckt. Zwischen dieser 
Kanalisolierung und der gassensitive Schicht ist ein 
Luftspalt gebildet. Dies entspricht dem Prinzip des 
Suspended Gate Feldeffekttransitsors (SGFET). Die 
durch die Anwesenheit des Gases in der gassensiti- 
ven Schicht induzierte elektrische Spannung koppelt 
kapazitiv uber den Luftspalt an die Kanaloberflache 
und induziert Ladungen in die Struktur des SGFET. 
Der Kanalbereich wird von einer Guardelektrode um- 
rahmt, welche den Kanalbereich gegen elektrische 
Potentiale, die aulierhalb des von der Guardelektro- 
de umgrenzten Oberflachenbereichs des Gassen- 
sors angeordnet sind, abschirmt. Der Gassensor hat 
jedoch den Nachteil, dass das Messsignal des SG- 
FET aufter von der zu messenden Konzentration des 
Gases auch von dem elektrischen Widerstand zwi- 
schen Guardring und Kanalbereich, der durch Feuch- 
te beeinflusst wird, abhangig ist. Ungunstig ist dabei 
vor allem, dass die Messgenauigkeit des Gassensors 
bei langsamen Gas-Konzentrationsanderungen mit 
zunehmendem Feuchtigkeitsgehalt uberproportional 
abnimmt. 

[0003] Aus DE 101 18 367 C2 ist auch bereits ein 
verbesserter Gassensor bekannt, bei dem zwischen 
dem Guardring und dem Kanalbereich eine Oberfla- 
chenprofilierung ausgebildet ist, die Erhohungen und 
Vertiefungen aufweist. Durch diese relativ einfach 
und kostengunstig zu realisierende Maftnahme wird 
die Weglange zwischen dem Guardring und dem Ka- 
nalbereich vergroliert und somit der an der Oberfla- 
che zwischen dem Guardring und dem Kanalbereich 
flieliende Faradayische Strom entsprechend redu- 
ziert. Obwohl sich dieser Gassensor in der Praxis in 
einer Vielzahl von Anwendungen bewahrt hat, weist 


er dennoch Nachteile auf. So nimmt auch bei diesem 
Gassensor bei langsamen Gas-Konzentrationsande- 
rungen die Messgenauigkeit mit zunehmendem 
Feuchtigkeitsgehalt uberproportional ab. 

[0004] Aus EP 1 191 332 A1 ist ferner ein Gassen- 
sor der eingangs genannten Art bekannt, der im sel- 
ben Feldeffekttransistor neben der gassensitiven 
Schicht zusatzlich auch eine feuchtesensitive Schicht 
aufweist, die nach dem gleichen Messprinzip auslos- 
bar ist wie die gassensitive Schicht. Nach Angabe der 
Offenlegungsschrift soil es dadurch moglich sein, bei 
bekannter Temperatur Feuchteeinflusse im Vergleich 
zu derzu messenden Gasreaktion zu bestimmen und 
durch Heranziehung des Feuchtemesssignals bei 
dem Gassensor die Querempfindlichkeit auf Feuchte 
zu reduzieren. Nachteilig ist dabei jedoch, dass au- 
(Jer dem zusatzlichem Feuchtesensor auch noch 
eine aufwendige und teuere Kompensationsschal- 
tung benotigt wird. Ungunstig ist aufcerdem, dass 
eine derartige Kompensation jeweils nur fur eine be- 
stimmte Temperatur gultig ist, so dass bei Tempera- 
turschwankungen auch noch ein Temperaturmesssi- 
gnal erfasst und berucksichtigt werden muss. 

[0005] Aus DE 34 24 1 29 A1 ist ferner ein gattungs- 
fremder Dampfsensor bekannt, der einen Feldef- 
fekt-Transistor mit einem isolierten Gate enthalt, der 
zwischen der Gateelektrode und dem Gateisolator 
eine Schicht aus dampfabsorbierendem Material ent- 
halt. Die Gateelektrode ist poros, so dass sie die Ab- 
sorption des Dampfes durch das Material zutasst, 
das als Folge davon eine Anderung der Masse-Die- 
lektrizjtatskonstanten erfahrt. Dies bewirkt eine An- 
derung der <3ate-Kapazitat des Transistors, die zu ei- 
ner messbaren Anderung der elektrischen Leitfahig- 
keit im Source-Drain-Kanal fuhrt Zur Messung von 
Gaskonzentrationen ist der Dampfsensor praktisch 
nicht geeignet. 

Aufgabenstelluhg 

[0006] Es besteht deshalb die Aufgabe, einen Gas- 
sensor der eingangs genannten Art zu schaffen, der 
bei einem einfachen und kompakten Aufbau eine 
hohe Messgenauigkeit ermoglicht. Dabei soli die 
Messgenauigkeit weitgehend unabhangig von 
Feuchteeinflussen sein. 

[0007] Diese Aufgabe wird dadurch gelost, dass an 
der Oberflache des Gassensors zwischen der gas- 
sensitiven Schicht und dem Kanalbereich und/oder 
einer Sensorelektrode, die mit einer an dem Kanalbe- 
reich angeordneten Gateelektrode elektrisch verbun- 
denen ist, eine hydrophobe Schicht angeordnet ist. 

[0008] In vorteilhafter Weise wird durch diese uber- 
raschend einfache Losung die Adsorption von 
Feuchtigkeit an der Oberflache des Gassensors er- 
schwert Oder sogar vollstandig verhindert. Dadurch 
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wird der Transport von lonen zwischen dem Kanalbe- 
reich bzw. der Sensorelektrode und davon beabstan- 
deten Stellen des Gassensors, die ein anderes elek- 
trische Potential aufweisen als der Kanalbereich bzw. 
die Sensorelektrode, vor allem bei einem hohen 
Feuchtigkeitsgehalt des Gases erheblich einge- 
schrankt, Somit bleibt die Messgenauigkeit des Gas- 
sensors weitgehend konstant, wenn sich der Feuch- 
tigkeitsgehalt in dem Gas verandert Aufierdem wird 
eine hohe Langzeitstabilitat der Messgenauigkeit er- 
moglicht, Die hydrophobe Schicht ist vorzugsweise 
auf einer elektrisch nichtleitenden Oder halbleitenden 
Schicht angeordnet Es ist aber auch denkbar, die hy- 
drophobe Schicht auf einer elektrisch leitenden 
Schicht angeordnet ist, wenn diese gegen den Kanal- 
bereich, die Sensorelektrode und/oder eine andere 
von der elektrisch leitenden Schicht beabstandete 
Stelle, deren Potential sich von dem der elektrisch lei- 
tenden Schicht unterscheidet, elektrisch isoliert ist. 
Die hydrophobe Schicht ist bevorzugt als ultrahydro- 
phobe Schicht ausgebildet. 

[0009] Bei einer bevorzugten Ausfuhrungsform der 
Erfindung weist der Gassensor an seiner Oberflache 
einen elektrisch leitfahigen Guardring auf, der den 
Kanalbereich und/oder die Sensorelektrode mit Ab- 
stand zu dem Kanalbereich und/oder der Sensore- 
lektrode umgrenzt, wobei die hydrophobe Schicht zu- 
mindest in einem zwischen dem Guardring und dem 
Kanalbereich und/oder der Sensorelektrode befindli- 
chen Bereich der Oberflache des Gassensors ange- 
ordnet ist. Durch den Guardring wird verhindert, dass 
das Potential uber dem Kanalbereich bzw. das Po- 
tential der Sensorelektrode nach einer bestimmten 
Zeit durch die an der Oberflache des Gassensors 
noch vorhandene Leitfahigkeit auf das Potential des 
an den Kanalbereich kapazitiv angekoppelten Pols 
der gasempfindlichen Schicht oder das Potential des 
Guardringes gezogen wird. Somit wird eine Potenti- 
aldrift vermieden und es wird eine noch groliere 
Messgenauigkeit erreicht. 

[0010] Bei einer zweckmafiigen Ausgestaltung der 
Erfindung erstreckt sich die hydrophobe Schicht 
durchgangig uber den Kanalbereich und/oder die 
Sensorelektrode. Der Gassensor ist dann besonders 
einfach und kostengunstig herstellbar, da die hydro- 
phobe Schicht ganzflachig auf die Oberflache des 
Gassensors aufgebracht und somit ein Maskierungs- 
schritt eingespart werden kann. 

[0011] Vorteilhaft ist, wenn die hydrophobe Schicht 
von dem Kanalbereich und/oder der Sensorelektrode 
beabstandet ist und den Kanalbereich und/oder die 
Sensorelektrode ring- oder rahmenformig umgrenzt. 
Dadurch kann bei einer hydrophoben Schicht, in der 
bei einem Kontakt mit einem Storgas, das sich von 
dem Gas, fur das die gassensitive Schicht empfind- 
lich ist, unterscheidendet, eine elektrische Storspan- 
nung induziert wird, der Einfluss dieser Storspan- 


nung auf das Messsignal und somit die Querempfind- 
lichkeit des Gassensors fur das Storgas reduziert 
werden. 

[0012] Bei einer bevorzugten Ausfuhrungsform der 
Erfindung betragt der mit Wasser gemessene, auf ein 
plane Oberflache bezogene statische Kontaktwinkel 
der hydrophoben Schicht mindestens 70°. Ggf. kann 
der statische Kontaktwinkel sogar mindestens 90°, 
insbesondere mindestens 105° und bevorzugt min- 
destens 120° betragen. Vor allem bei einem Kontakt- 
winkel von mindestens 120° kann eine besonders 
hohe und weitgehend vom Feuchtigkeitsgehalt des 
Gases unabhangige Messgenauigkeit des Gassen- 
sors erreicht werden. Der Kontaktwinkel kann mit be- 
kannten Standardmessverfahren bei Raumtempera- 
tur bestimmt werden. 

[0013] Bei einer zweckmaliigen Ausgestaltung der 
Erfindung sind Molekule der hydrophoben Schicht 
kovalent an die Oberflache einer daran angrenzen- 
den, halbleitenden oder elektrisch isolierenden 
Schicht des Gassensors gebunden. Dadurch ist es 
moglich, bei der Fertigung des Gassensors die hy- 
drophobe Schicht direkt an der daran angrenzenden 
Schicht des Gassensors zu befestigen. 

[0014] Vorteilhaft ist, wenn die hydrophobe Schicht 
mindestens ein Polymer enthalt Die hydrophobe 
Schicht kann dann bei der Fertigung des Gassensors 
bei Raumtemperatur auf die Oberflache des Gassen- 
sors aufgebracht werden, wodurch die bereits auf 
dem Substrat befindlichen Implantierungsbereich 
und Strukturen thermisch geschont werden. 

[0015] Besonders vorteilhaft ist, wenn das Polymer 
ein fluoriertes und bevorzugt ein perfluoriertes Poly- 
mer ist. Durch die in diesen Polymeren enthalten 
stark elektronegativen CF-Gruppen kann auch bei ei- 
nem hohen Feuchteanteil in dem zu messenden Gas, 
beispielsweise bei einer relativen Feuchte von 90%, 
noch eine hohe Messgenauigkeit bei der Messung 
der Gaskonzentration erreicht werden. 

[001 6] Bei einer anderen vorteilhaften Ausfuhrungs- 
form der Erfindung ist das Polymer liber eine als Mo- 
nolage ausgebildete Zwischenschicht mit einer be- 
nachbarten, halbleitenden oder elektrisch isolieren- 
den Schicht des Gassensors verbunden, wobei die 
Zwischenschicht mindestens eine an der benachbar- 
ten Schicht verankerte reaktive Gruppe aufweist, und 
wobei das Polymer vorzugsweise uber eine kovalen- 
te Bindung an die Zwischenschicht gekoppelt ist Da- 
bei ist es sogar moglich, das hydrophobe Polymer bei 
der Herstellung des Gassensors zunachst ganzfla- 
chig auf die Zwischenschicht aufzubringen und dann 
unter Einwirkung von mittels einer Schattenmaske 
auf die Oberflache des Gassensors projizierter opti- 
scher Strahlung nur in bestimmten Teilbereichen der 
Oberflache des Gassensors photochemisch an die 
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Zwischenschicht zu binden. In den ubrigen.Teilberei- 
chen kann das hydrophobe Polymer danach bei- 
spielsweise durch Abwaschen von der Oberflache 
des Gassensors entfernt werden. Insgesamt ergibt 
sich somit ein Gassensor mit einer strukturierten, nur 
an bestimmten Stellen seiner Oberflache angeordne- 
ten hydrophoben Schicht. 

[0017] Vorteilhaft ist, wenn die hydrophobe Schicht 
eine Oberflachenprofilierung mit Vorsprungen und 
Vertiefungen aufweist. Dadurch kann eine noch gro- 
(iere Messgenauigkeit erreicht werden. 

[0018] Die Vertiefungen sind bevorzugt ais Graben 
Oder Nuten ausgebildet, die rahmen- oder ringformig 
urri den Kanalbereich und/oder die Sensorelektrode 
umlaufen. 

Ausfuhrungsbeispiel 

[0019] Nachfolgend sind Ausfiihrungsbeispiel der 
Erfindung anhand der Zeichnung naher erlautert. Es 
zeigt zum Teil starker schematisiert: 

[0020] Fig. 1 einen Langsschnitt durch einen Gas- 
sensor, der unter einer strichliniert dargestellten gas- 
empfindlichen Schicht einen ISFET aufweist, 

[0021] Fig. 2 einen Querschnitt durch den in Fig. 1 
gezeigten Gassensor entlang der in Fig. 1 mit II be- 
zeichneten Schnittlinie, 

[0022] Fig. 3 einen Langsschnitt durch einen Gas- 
sensor, der unter einer strichliniert dargestellten gas- 
empfindlichen Schicht einen CCFET aufweist, 

[0023] Fig. 4 einen Querschnitt durch den in Fig. 3 
gezeigten Gassensor entlang der in Fig. 3 mit IV be- 
zeichneten Schnittlinie, 

[0024] Fig. 5 eine schematische Darstellung der 
photochemischen Bindung eines hydrophoben Poly- 
mers an eine auf einer elektrischen Isolationsschicht 
immobilisierten Schicht mit Linker-Molekiilen. 

[0025] Ein im Ganzen mit 1 bezeichneter Gassen- 
sor weist ein Substrat 2 eines ersten Ladungstrager- 
typs auf, das z.B. aus p-dotiertem Silizium bestehen 
kann. Auf dem Substrat 2 sind eine Drain 3 und eine 
Source 4 eines zweiten Ladungstragertyps angeord- 
net. Die Drain 3 und die Source 4 konnen beispiels- 
weise aus n-dotiertem Silizium bestehen. Die Drain 3 
ist uber in der Zeichnung nur teilweise dargestellte 
elektrische Leiterbahnen mit einem Drain-Anschluss 
5 verbunden. In entsprechender Weise ist die Source 
4 mit einem Source-Anschluss 6 verbunden. Der 
Drain-Anschluss 5 und der Source-Anschluss 6 sind 
jeweils an einer auf dem Substrat 2 deponierten 
Schicht 7 angeordnet. t 
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[0026] Zwischen Drain 3 und Source 4 ist in dem 
Substrat 2 ein Kanalbereich 8 gebildet, auf dem bei 
dem Ausfiihrungsbeispiel nach Fig. 1 und 2 eine 
elektrisch isolierende Dunnoxidschicht 9 angeordnet 
ist, die als Gatedieiektrikum dient. Die Dunnoxid- 
schicht 9 hat etwa eine Schichtdicke von 3-150 nm. 

[0027] Wie in Fig. 2 besonders gut erkennbar ist, 
weist der Gassensor 1 ferner eine gassensitiven 
Schicht 10 auf, die an ihren einander abgewandten 
Flachseiten Pole 11, 12 hat, zwischen denen in Ab- 
hangigkeit von der Konzentration eines mit der 
Schicht 10 in Kontakt befindlichen Gases eine gasin- 
duzierte elektrische Spannung auftritt. Zur Detektion 
der Spannung ist die gassensitive Schicht 10 mit ih- 
rem einen Pol 12 uber einen Luftspalt 14 kapazitiv an 
den Kanalbereich 8 gekoppelt. Der andere Pol 11 ist 
mit einer Gegenelektrode 13 verbunden, an der ein 
elektrisches Bezugspotential anliegt. Der Luftspalt 14 
weist einen Zugang zu dem zu detektierenden Gas 
auf und ist zwischen deponierten Schichten 7, auf de- 
nen die gassensitive Schicht 10 abgestutzt ist. 

[0028] Bei dem Ausfuhrungsbeispiel nach Fig. 1 
und 2 ist der Kanalbereich 8 offen ausgebildet (IS- 
FET) und uber das Diinnschichtoxid und den 
Luftspalt 14 direkt an die gassensitive Schicht 10 ka- 
pazitiv gekoppelt. Deutlich ist erkennbar, dass der 
Kanalbereich 8 an der der gassensitiven Schicht 10 
gegenuberliegenden Seite des Luftspalts 14 ange- 
ordnet ist. 

[0029] Bei dem Ausfuhrungsbeispiel nach Fig. 3 
und 4 ist der Kanalbereich 8 seittich neben der gas- 
sensitiven Schicht 10 in dem Substrat 2 angeordnet 
und mit einer Gateelektrode 22 abgedeckt. Zur kapa- 
zitiven Ankopplung des Kanalbereichs 8 an die gas- 
sensitive Schicht 10 ist die Gateelektrode 22 uber 
eine Leiterbahn 15 mit einer Sensorelektrode 16 ver- 
bunden, die an der dem Pol 12 der gassensitiven 
Schicht 10 gegenuberliegenden Seite des Luftspalts 
14 auf einer auf dem Substrat 2 befindlichen Isolati- 
onsschicht 17 angeordnet ist. Die Isolationsschicht 
17 kann beispielsweise eine Si0 2 -Schicht sein. 

[0030] Der Gassensor 1 weist an seiner Oberflache 
aulierdem einen elektrisch leitfahigen Guardring 18 
auf, der bei dem Ausfuhrungsbeispiel nach Fig. 1 
und 2 den Kanalbereich 8 und bei dem Ausfiihrungs- 
beispiel nach Fig. 3 und 4 die zu dem zu dem Kanal- 
bereich 8 fuhrende Sensorelektrode 16 umgrenzt, 
Dabei ist bei dem Ausfuhrungsbeispiel nach Fig. 1 
und 2 zwischen dem Guardring 18 und dem Kanalbe- 
reich 8 und bei dem Ausfuhrungsbeispiel nach Fig. 3 
und 4 zwischen dem Guardring 18 und der Sensore- 
lektrode 16 jeweils ein Abstand vorgesehen. Urn den 
Kanalbereich 8 gegen aufierhalb des von dem Gu- 
ardring 18 umgrenzten Oberflachehbereichs des 
Gassensors 2 befindliche elektrische Potentiale ab- 
zuschirmen, liegt der Guardring 18 auf einem defi- 
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nierten elektrischen Potential. 

[0031] Bei dem Ausfuhrungsbeispiel nach Fig. 1 
und 2 ist zwischen dem Guardring 18 und dem Kanal- 
bereich 8 an der Oberflache des Gassensors 1 eine 
hydrophobe Schicht 19 angeordnet. Diese befindet 
sich auf einer elektrischen Isolationsschicht 17, die 
auf der Drain 3, der Source 4 und auRerhalb des Ka- 
nalbereichs 8 befindlichen Bereichen des Substrat 2 
angeordnet ist. In Fig. 1 ist erkennbar, dass die hy- 
drophobe Schicht 19 den Kanalbereich 8 rahmenfor- 
mig umgrenzt und mit Abstand zu dem Kanalbereich 
8 und dem Guardring 18 endet. Durch die hydropho- 
be Schicht 19 wird in dem zwischen dem Guardring 
18 und dem Kanalbereich 8 befindlichen Teil der 
Oberflache des Gassensors die Adsorption von in 
dem Gas befindlichem Wasser erheblich erschwert. 
Dadurch werden ein hoher elektrischer Widerstand 
an der Oberflache und ein hohe Messgenauigkeit des 
Gassensors ermoglicht. 

[0032] Bei dem Ausfuhrungsbeispiel nach Fig. 3 
und 4 ist die hydrophobe Schicht 19 zwischen dem 
Guardring 18 und der Sensorelektrode 16 auf der Iso- 
lationsschicht 17 angeordnet. In Fig. 4 ist erkennbar, 
dass die hydrophobe Schicht 19 die Sensorelektrode 
16 rahmenformig umgrenzt und mit Abstand zu der 
Sensorelektrode 16 und dem Guardring 18 endet 
Durch die hydrophobe Schicht 19 wird in dem zwi- 
schen dem Guardring 1 8 und der Sensorelektrode 16 
befindlichen Teil der Oberflache des Gassensors 1 
die Adsorption von in dem Gas befindlichem Wasser 
erschwert. 

[0033] Die hydrophobe Schicht besteht aus einem 
Polymer, vorzugsweise aus Poly(heptadecaflu- 
roacrylat). Bei der Fertigung des Gassensors 1 wird 
die hydrophobe Schicht 19 uber eine Zwischen- 
schicht 20 an der Isolationsschicht 17 befestigt. Dazu 
wird zunachst die Zwischenschicht 20 in Form einer 
Monolage eines benzophenon-funktionalisierten Mo- 
nochlorosilans auf der Isolationsschicht 17 aufge- 
bracht. In Fig. 5 ist erkennbar, dass in der Zwischen- 
schicht 20 wahrend der UV-Belichtung freie Radikale 
entstehen, die beim Kontaktieren der Isolations- 
schicht 17 an diese anbinden und dadurch die Zwi- 
schenschicht 20 an der Isolationsschicht 17 befesti- 
gen. 

[0034] Danach wird eine diinne Lage Poly(heptade- 
cafluroacrylat) ganzflachig auf der Zwischenschicht 
20 deponiert. Nun werden mit Hilfe einer Schatten- 
maske die Stellen, an denen spaterdie hydrophobe 
Schicht 19 sein soil, mit UV-Strahlung beStrahlt. In 
Fig. 5 ist erkennbar, dass die Zwischenschicht 20 
eine photoreaktive Benzophenon-Gruppe 21 auf- 
weist, die bei Bestrahlung mit UV-Licht an ein be- 
nachbartes Polymer der spateren hydrophoben 
Schicht 19 bindet. Dabei ubemimmt die Benzophe- 
non-Gruppe 21 von dem benachbarten Polymer ein 


Wasserstoffatom, derart, dass zwischen der Benzo- 
phenon-Gruppe 21 und dem benachbarte Polymer 
eine kovalente Verkniipfung gebildet wird (vgl. Pru- 
cker, O., Riihe, J. et al., Photochemical Attachment of 
Polymer Films to Solid Surfaces via Monolayers of 
Benzophenone Derivates, J. Am. Chem. Soc. (1999), 
121, Seite 8766-8770). Nachdem das Polymer der 
hydrophoben Schicht 19 auf diese Weise in bestimm- 
ten Bereichen an der Oberflache der Isolations- 
schicht 17 gebunden wurde, worden die ungebuh- 
den, an den nicht belichteten Stellen der Oberflache 
befindlichen Polymere zur Bildung der strukturierten 
hydrophoben Schicht 19 entfernt, beispielsweise in- 
dem sie mit einem Losungsmittel abgewaschen wer- 
den. 

[0035] Erwahnt werden soil noch, dass auch andere 
Ausfuhrungsbeispiele moglich. sind, bei denen sich 
die hydrophobe Schicht 19 unterbrechungsfrei uber 
den Kanalbereich 8, die Sensorelektrode 16 
und/oder den Guardring 18 erstrecken kann. Bei der 
Herstellung eines solchen Gassensors 1 kann die hy- 
drophobe Schicht 19 auch direkt auf der Isolations- 
schicht 17 deponiert werden. Dies kann in der Weise 
geschehen, dass das hydrophobe Trichlo- 
rollH.IH^H^H-perflurooctyOsilan (TPFS) aus der 
gasformigen Phase bei einer Temperatur von etwa 
100°C auf der Isolationsschicht 17 abgeschieden 
werden. Das Abscheiden des TPFS erfolgt vorzugs- 
weise unter Abwesenheit von Feuchtigkeit, damit 
Querverbindungen und Inhomogenitaten in dem auf 
der Oberflache abgeschiednen TPFS-Film vermie- 
den werden. Aufierdem ist darauf zu achten, dass 
wahrend des Abscheidungsprozesses keine Staubp- 
artikel an der Oberflache anhaften. 

Patentanspruche 

1. Gassensor (1) mit einem Substrat (2) eines 
ersten Ladungstragertyps, auf dem eine Drain (3) 
und eine Source (4) eines zweiten Ladungstrager- 
typs angeordnet sind* wobei zwischen Drain (3) und 
Source (4) ein Kanalbereich (8) gebildet ist, und mit 
einer gassensitiven Schicht (10), die Pole (11, 12) 
hat, zwischen denen in Abhangigkeit von der Kon- 
zentration eines mit der Schicht (10) in Kontakt be- 
findlichen Gases eine gasinduzierte Spannung auf- 
tritt, wobei die gassensitive Schicht (10) zur Messung 
der Spannung mit ihrem einen Pol (12) uber einen 
Luftspalt(14) kapazitiv an den Kanalbereich (8) ge- 
koppelt ist und mit ihrem anderen Pol (11) mit einer 
ein Bezugspotential aufweisenden Gegenelektrode 
(13) verbunden ist, dadurch gekennzeichnet, dass 
an der Oberflache des Gassensors (1) zwischen der 
gassensitiven Schicht (10) und dem Kanalbereich (8) 
und/oder einer Sensorelektrode (16), die mit einer an 
dem Kanalbereich (8) angeordneten Gateelektrode 
(22) elektrisch verbundenen ist, eine hydrophobe 
Schicht (19) angeordnet ist. 
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2. Gassensor (1) nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass er an seiner Oberflache einen 
elektrisch leitfahigen Guardring (18) aufweist, der 
den Kanalbereich (8) und/oder die zu dern zu dem 
Kanatbereich (8) fuhrende Sensorelektrode (16) mit 
Abstand zu dem Kanalbereich (8) und/oder der Sen- 
sorelektrode (16) umgrenzt, und dass die hydropho- 
be Schicht (19) zumindest in einem zwischen dem 
Guardring (18) und dem Kanalbereich (8) und/oder 
der Sensorelektrode (16) befindlichen Bereich der 
Oberflache des Gassensors (1) angeordnet ist. 

3. Gassensor (1) nach Anspruch 1 oder 2, da- 
durch gekennzeichnet, dass sich die hydrophobe 
Schicht (19) durchgangig uber den Kanalbereich (8) 
und/oder die Sensorelektrode (16) erstreckt. 

4. Gassensor (1) nach einem der Anspruche 1 
bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die hydrophobe 
Schicht (19) von dem Kanalbereich (8) und/oder der 
Sensorelektrode (8) beabstandet ist und den Kanal- 
bereich (8) und/oder die Sensorelektrode (16) ring- 
oder rahmenformig umgrenzt. 

5. Gassensor (1) nach einem der Anspruche 1 
bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass der mit Wasser 
gemessene, auf ein plane Oberflache bezogene sta- 
tische Kontaktwinkel der hydrophoben Schicht (19) 
mindestens 70° betragt. 

6. Gassensor (1) nach einem der Anspruche 1 
bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass Molekule der 
hydrophoben Schicht (19) kovalentan die Oberflache 
einer daran angrenzenden, halbleitenden oder elek- 
trisch isolierenden Schicht des Gassensors (1) ge- 
bunden. 

7. Gassensor (1) nach einem der Anspruche 1 
bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die hydrophobe 
Schicht (19) mindestens ein Polymer enthalt. 

8. Gassensor (1) nach einem der Anspruche 1 
bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass das Polymer ein 
fluoriertes Polymer ist. 

9. Gassensor (1) nach einem der Anspruche 1 
bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass das Polymer 
uber eine als Monolage ausgebildete Zwischen- 
schicht (20) mit einer benachbarten, halbleitenden 
oder elektrisch isolierenden Schicht des Gassensors 
(1) verbunden ist, dass die Zwischenschicht (20) min- 
destens eine an der benachbarten Schicht veranker- 
te reaktive Gruppe aufweist, und dass das Polymer 
uber eine kovalente Bindung an die Zwischenschicht 
(20) gekoppelt ist. 

10. Gassensor (1) nach einem der Anspruche 1 
bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass die hydrophobe 
Schicht (19) eine Oberflachenprofilierung mit Vor- 
sprungen und Vertiefungen aufweist. 
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11. Gassensor (1) nach einem der Anspruche 1 
bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Vertiefun- 
gen als Graben oder Nuten ausgebildet sind, die rah- 
men- oder ringformig urn den Kanalbereich (8) 
und/oder die Sensorelektrode (16) umlaufen. 

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen 
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Anhangende Zeichnungen 



DE 103 35 163 B3 2005.03.03 



DE 103 35 163B3 2005.03.03 



DE 103 35 163B3 2005.03.03 



DE 103 35 163 B3 2005.03.03 



wo 

CO 



1 
i- 


sX 4 


8 


